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Abstract (en)
A method of fabricating a low-voltage power MISFET is provided which needs only three masks (photolithographic steps). In the first step, a
polysilicone layer (3) is structured, and a cell array and peripheral zones are produced. An oxide layer (2) is then deposited and is opened up in the
second photolithographic step above the cells and the peripheral zones and between the periphery (4) and the cells. A metal layer is then deposited
which is interrupted by the third photolithographic step between the cells and the periphery (4). This produces field plates and channel stoppers (9).
<IMAGE>

Abstract (de)
Es wird ein Herstellverfahren fir einen Niedervolt-Leistungs-MISFET angegeben, der mit drei Masken (Fotoschritten) auskommt. Beim ersten
Schritt wird eine Polysiliziumschicht (3) strukturiert und ein Zellenfeld und Randzonen hergestellt. Dann wird eine Oxidschicht (2) aufgebracht,
die beim zweiten Fotoschritt Gber den Zellen und den Randzonen und zwischen dem Rand (4) und den Zellen gedffnet wird. Dann wird eine
Metallschicht aufgebracht, die durch den dritten Fotoschritt zwischen den Zellen und dem Rand (4) unterbrochen wird. Damit werden Feldplatten
und Kanalstopper (9) erzeugt. <IMAGE>
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